Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện chuyên ngành vô tuyến điện đợt 1 quý IV năm 2025.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
[bookmark: _GoBack]- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Số 9 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
	- Toàn bộ vật tư, linh kiện cung cấp phải mới 100%, hàng hóa có ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, năm sản xuất từ 2022 trở lại đây.
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bán dẫn 2N2222A
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V 
Dòng cực góp tối đa: 800 mA
Điện áp VCE bão hòa: 1 V
Dòng cắt cực góp: 50 nA
Công suất: 500 mW
Kiểu chân: TO-18

	2
	Bán dẫn 2N2484
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 60 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 60 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 6 V 
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 300 mV 
Dòng cực góp DC tối đa: 50 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 360 mW
Kiểu chân: Cắm

	3
	Bán dẫn 2N2907A
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 60 V 
Dòng cực góp tối đa: 600 mA
Điện áp VCE bão hòa: 1,6 V
Dòng cắt cực góp: 50 nA
Công suất: 500 mW
Kiểu chân: TO-18

	4
	Bán dẫn 2N3507
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V 
Dòng cực góp tối đa: 3 A
Điện áp VCE bão hòa: 1,5 V
Dòng cắt cực góp: 1 uA
Công suất: 1 W
Kiểu chân: TO-39

	5
	Bán dẫn 2N3700MS-ND
	Dòng cực góp DC tối đa: 1 A 
Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 80 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 140 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 7 V 
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 500 mV 
Pd - Tiêu tán nguồn: 1 W

	6
	Bán dẫn 2N4150
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 70 V 
Dòng cực góp tối đa: 10 A
Điện áp VCE bão hòa: 2,5 V
Dòng cắt cực góp: 10 uA
Công suất: 1 W
Kiểu chân: TO-5AA

	7
	Bán dẫn 2N4427
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 20 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 40 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 2 V 
Dòng cực góp DC tối đa: 400 mA

	8
	Bán dẫn 2N5031
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 10 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 15 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 3 V 
Dòng cực góp DC tối đa: 20 mA

	9
	Bán dẫn 2SC1815
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V 
Dòng cực góp tối đa: 150 mA
Điện áp VCE bão hòa: 250 mV
Dòng cắt cực góp: 100 nA
Công suất: 400 mW
Kiểu chân: TO-92

	10
	Bán dẫn 2SC2412KT146R
	Cực tính transistor: NPN  
Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 60 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 7 V 
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 400 mV 
Dòng cực góp DC tối đa: 150 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 200 mW

	11
	Bán dẫn 2SC2712
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V 
Dòng cực góp tối đa: 150 mA
Điện áp VCE bão hòa: 250 mV
Dòng cắt cực góp: 0,1 uA
Công suất: 150 mW
Kiểu chân: S-mini

	12
	Bán dẫn 2SC5551
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 30 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 40 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 2 V  
Dòng cực góp DC tối đa: 300 mA
Công suất PC: 1,3 W

	13
	Bán dẫn AFT05MS004NT1
	Id - Dòng cực máng liên tục: 4 A 
Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 30 V 
Tần số vận hành: 136 MHz đến 941 MHz 
Độ khuếch đại: 20.9 dB 
Công suất đầu ra: 4.9 W 
Pd - Tiêu tán nguồn: 28 W

	14
	Bán dẫn AOD4S60
	Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 600 V 
Dòng cực máng liên tục Id: 4 A 
Điện trở trên cực máng-cực nguồn Rds: 900 mOhms 
Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: ± 30 V
Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn Vgs th: 4,1 V 
Điện tích cực cổng Qg:  
6 nC @ 10 V

	15
	Bán dẫn AUIRF3205Z
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 55 V 
Dòng cực máng tối đa: 110 A
Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 6,5 mΩ
Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V
Công suất: 170 W
Kiểu chân: TO-220AB

	16
	Bán dẫn BBS3002-TL-1E
	Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 60 V 
Dòng cực máng liên tục Id: 100 A 
Bật - Điện trở trên cực máng-cực nguồn Rds: 9 mOhms 
Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: ± 20 V
Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn Vgs th: 2.6 V 
Điện tích cực cổng Qg: 280 nC

	17
	Bán dẫn BCX5616TA
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 80 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 100 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 6 V 
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 500 mV 
Dòng cực góp DC tối đa: 1 A 
Pd - Tiêu tán nguồn: 1 W
Kiểu chân: SOT-89-3

	18
	Bán dẫn BCX70J
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 45 V 
Dòng cực góp tối đa: 100 mA
Điện áp VCE bão hòa: 550 mV
Dòng cắt cực góp: 20 nA
Công suất: 250 mW
Kiểu chân: SOT-23-3

	19
	Bán dẫn BF908WR
	Id - Dòng cực máng liên tục: 40 mA 
Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 12 V
Vgs - Điện áp cực cổng-cực nguồn: 8 V
Pd - Tiêu tán nguồn: 300 mW

	20
	Bán dẫn BSS84
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 50 V 
Dòng cực máng tối đa: 130 mA
Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 8 Ω
Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V
Công suất: 225 mW
Kiểu chân: SOT-23-3

	21
	Bán dẫn công suất 2SC1971
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 17 V 
Dòng cực góp tối đa: 2 A
Dòng cắt cực góp: 0,5 mA
Công suất đầu ra cực đại: 7 W
Hệ số khuếch đại dòng DC tối đa: 180
Hiệu suất cực đại: 70 %
Kiểu chân: TO-220

	22
	Bán dẫn công suất 2SC1972
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 17 V 
Dòng cực góp tối đa: 3,5 A
Dòng cắt cực góp: 1 mA
Công suất đầu ra cực đại: 15 W
Hệ số khuếch đại dòng DC tối đa: 180
Hiệu suất cực đại: 70 %
Kiểu chân: TO-220

	23
	Bán dẫn công suất BLV11
	Độ lợi cực góp/cực gốc DC hfe Tối thiểu: 10 
Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 18 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 4 V 
Dòng cực góp liên tục: 3 A 
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 65 C 
Nhiệt độ làm việc tối đa: + 200 C 
Kiểu chân: SOT-123 
Dòng cực góp DC tối đa: 8 A 
Pd - Tiêu tán nguồn: 36 W

	24
	Bán dẫn công suất MRF455
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 18 V 
Dòng cực góp tối đa: 15 A
Công suất tiêu thụ cực đại: 60 W
Hệ số khuếch đại dòng DC tối đa: 10
Kiểu chân: 211-07

	25
	Bán dẫn Công suất RD02MUS1B
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 30 V 
Dòng cực máng tối đa: 1,5 A
Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V
Công suất đầu ra cực đại: 3 W
Hiệu suất cực đại: 65 %

	26
	Bán dẫn công suất RD100HHF1-101
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 50 V 
Dòng cực máng tối đa: 25 A
Công suất đầu vào cực đại: 12,5 W
Công suất đầu ra cực đại: 110 W
Hiệu suất cực đại: 60 %

	27
	Bán dẫn công suất RD15HVF1
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 30 V 
Dòng cực máng tối đa: 4 A
Công suất đầu vào cực đại: 1,5 W
Công suất đầu ra cực đại: 18 W
Hiệu suất cực đại: 55 %
Kiểu chân: TO-220

	28
	Bán dẫn D1022UK
	Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 70 V
Id - Dòng cực máng liên tục: 15 A
Độ khuếch đại: 10 dB
Công suất đầu ra: 100 W
Vgs - Điện áp cực cổng-cực nguồn: 20 V
Vgs th - Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn: 30 V

	29
	Bán dẫn DDTC114EUA-7-F
	Độ lợi cực góp/cực gốc DC hfe Tối thiểu: 30 
Dòng cực góp liên tục: 100 mA 
Dòng cực góp DC đỉnh: 100 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 200 mW 
Độ lợi dòng DC hFE Tối đa: 30 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 5 V

	30
	Bán dẫn FJD5304DTF
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 400 V 
Dòng cực góp tối đa: 4 A
Dòng cắt cực góp: 100 uA
Công suất cực đại: 30 W
Kiểu chân: TO-252-3

	31
	Bán dẫn IRF540
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 100 V 
Dòng cực máng tối đa: 28 A
Điện áp kích thích: 6 V; 10 V
Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 77 mΩ
Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V
Công suất: 150 W
Kiểu chân: TO-220-3

	32
	Bán dẫn khuếch đại công suất RF SQ721
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 50 V 
Dòng cực máng tối đa: 11 A
Hệ số khuếch đại công suất cực nguồn chung: Tối thiểu 10 dB
Công suất cực đại: 110 W
Hiệu suất cực đại: 60 %

	33
	Bán dẫn KSA1015YTA
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 50 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 5 V 
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 100 mV 
Dòng cực góp DC tối đa: 150 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 400 mW

	34
	Bán dẫn KSD880O
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 60 V 
Dòng cực góp tối đa: 3 A
Điện áp bão hòa cực phát-cực gốc: 400 mV
Dòng cắt cực góp: 100 uA
Công suất cực đại: 30 W
Kiểu chân: TO-220-3

	35
	Bán dẫn L2801
	Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 70 V 
Dòng cực máng liên tục Id: 3 A 
Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: - 20 V, + 20 V Độ khuếch đại công suất nhỏ nhất: 12 dB
Hiệu suất cực máng ƞ: 55 %
Hệ số VSWR lớn nhất: 20:1

	36
	Bán dẫn MMBFU310LT1G
	Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 25 V 
Vgs - Điện áp đánh thủng cực cổng-cực nguồn: 25 V 
Dòng cực máng-cực nguồn ở Vgs=0: 24 mA to 60 mA

	37
	Bán dẫn MMBT2222A
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 40 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 75 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 6 V 
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 1 V 
Dòng cực góp DC tối đa: 600 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 250 mW

	38
	Bán dẫn MRF151G
	Dòng cực máng liên tục Id: 40 A 
Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 125 V 
Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: 40 V
Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn Vgs th: 3 V
Độ khuếch đại: 14 dB 
Công suất đầu ra: 300 W 
Tiêu tán nguồn: 500 W
Nhiệt độ hoạt động: -65 ° C ÷ 150 ° C

	39
	Bán dẫn MRF544
	Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 70 V 
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 100 V 
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 3 V 
Dòng cực góp DC tối đa: 400 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 3,5 W

	40
	Bán dẫn IRF9540NPBF
	Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 100 V 
Dòng cực máng tối đa: 23 A
Điện áp kích thích: 6 V; 10 V
Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 117 mΩ
Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V
Công suất: 140 W
Kiểu chân: TO-220-3

	41
	Bán dẫn SQD50P06-15L_GE3
	Số lượng kênh: 1 Channel 
Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 60 V 
Id - Dòng cực máng liên tục: 50 A 
Rds Bật - Điện trở trên cực máng-cực nguồn: 13.5 mOhms 
Vgs - Điện áp cực cổng-cực nguồn: - 20 V, + 20 V 
Vgs th - Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn: 2.5 V 
Qg - Điện tích cực cổng: 150 nC 
Pd - Tiêu tán nguồn: 136 W

	42
	Biến áp nguồn đầu ra chuyên dụng
	Số chân: 8
Kiểu chân: Cắm
Hình dạng: Hình vuông
Kích thước: (20 × 20 × 5) mm
Suy hao chèn: 0,5 dB

	43
	Biến trở 100KOHM,10%,1/2W
	Trở kháng: 100 kΩ
Sai số: 10 %
Công suất chịu đựng: 0,5 W
Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C
Số vòng xoay: 1
Kích thước:6.99mm x 6.60mm

	44
	Biến trở 10KOHM,10%,1/2W,3362P-103LF
	Trở kháng: 10 kΩ
Sai số: 10 %
Công suất chịu đựng: 0,5 W
Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C
Số vòng xoay: 1
Kích thước: 6.99mm x 6.60mm

	45
	Biến trở 10KOHM,10%,1/4W
	Trở kháng: 10 kΩ
Sai số: 10 %
Công suất chịu đựng: 0,25 W
Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C
Số vòng xoay: 12
Kích thước: 6.35mm x 4.32mm

	46
	Biến trở 20KOHM,10%,1/2W
	Trở kháng: 20 kΩ
Sai số: 10 %
Công suất chịu đựng: 0,5 W
Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C
Số vòng xoay: 1
Kích thước: 6.99mm x 6.60mm

	47
	Biến trở TRIMMER 10 kΩ
	Trở kháng: 10 kΩ
Sai số: 10 %
Công suất chịu đựng: 0,5 W
Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C
Số vòng xoay: 18
Kích thước: 9.60mm x 4.80mm

	48
	Biến trở TRIMMER 5,2 kΩ
	Điện trở: 5,2 kΩ
Sai số: ±10%
Số chân: 3
Kiểu chân: Cắm

	49
	Bộ dao động CVCO55CL-0060-0110
	Tần số: 60 MHz to 110 MHz 
Điện dung tải: 330 pF 
Dải điện áp điều chỉnh - Vt: 500 mVDC đến 10.5 VDC 
Định mức dòng: 25 mA 
Loại nhiễu pha: - 114 dBc/Hz 
Đẩy: 0.5 MHz/V 
Độ nhạy điều chỉnh: 8 MHz/V

	50
	Bộ ghép định hướng SYDC-20-22HP+
	Dải tần hoạt động: 3 MHz ÷ 200 MHz
Công suất cực đại: 30 W
Trở kháng: 50 Ohms
Hệ số ghép: 20 dB

	51
	Bộ lọc thông thấp 2,45 GHz 2450BM15B0003E
	Tần số: 2.45 GHz 
Dải tần số: 2.4 GHz đến 2.5 GHz 
Băng thông: 50 MHz 
Trở kháng: 50 Ohms
Suy hao tiếp xúc: 1.7 dB

	52
	Cuộn cảm 3,3 uH, 3A
	Điện cảm: 3.3 µH
Sai số: ±20%
Điện trở cực đại: 75mOhm

	53
	Dao động ASTX-H12-12.000MHZ-T
	Tần số: 12 MHz 
Độ ổn định tần số: 2.5 PPM 
Điện dung tải: 15 pF 
Điện áp hoạt động: 3.3 V 

	54
	Dao động OSC TCXO T602-019.2M
	Tần số dao động: 19,2 MHz.
Loại dao động: TCXO
Điện áp hoạt động: 3,3 V.
Độ ổn định tần số: ± 280 ppb.
Nhiệt độ hoạt động: -40 ° C ÷ 85 ° C

	55
	Dao động OSC VCXO ABLNO-V 96.000 MHz
	Tần số dao động: 96 MHz
Độ ổn định tần số: ±18 ppm
Điện dung tải: 15 pF 
Điện áp hoạt động: 3,3 V.
Định dạng đầu ra: LVCMOS

	56
	Dao động TXETDDSANF-30.000000
	Tần số: 30 MHz
Điện áp hoạt động: 2.8V đến 3.3V
Độ ổn định tần số: ±2.5ppm

	57
	Điện trở dán 0OHM,0402
	Điện trở: 0OHM
Kiểu chân: SMD 
Kích thước: 0402

	58
	Điện trở dán 10KOHM,0.1%,0402,1/16W
	Điện trở: 10KOHM
Sai số: 0,1%
Công suất chịu đựng:  1/16W 
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 0402

	59
	Điện trở dán 220OHM,5%,2010,0.8W
	Điện trở: 220OHM
Sai số: 5%
Công suất chịu đựng: 0.8W
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 2010

	60
	Điện trở dán 4.7KOHM,5%,0603,1/10W
	Điện trở: 4.7KOHM
Sai số: 5%
Công suất chịu đựng: 1/10W
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 0603

	61
	Điện trở dán 40mOHM,1%,2512,3W
	Điện trở: 40mOHM
Sai số: 1%
Công suất chịu đựng: 3W
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 2512

	62
	Điện trở dán 47KOHM,5%,0603,1/10W
	Điện trở: 47KOHM
Sai số: 5%
Kiểu chân: SMD 0603
Công suất chịu đựng: 1/10W

	63
	Đi-ốt 1N4001
	Vr - Điện áp ngược: 50 V 
If - Dòng thuận: 1 A 
Cấu hình: Single 
Ff - Điện áp thuận: 1.1 V 
Dòng tăng tối đa: 27 A 
Ir - Dòng ngược: 5 uA 
Thời gian khôi phục: 1.5 us

	64
	Đi-ốt 1N4148
	Điện áp ngược đỉnh: 100 V 
Dòng tăng tối đa: 4 A 
If - Dòng thuận: 200 mA 
Thời gian khôi phục: 4 ns 
Ff - Điện áp thuận: 1 V 
Ir - Dòng ngược: 5 uA

	65
	Đi-ốt 1N4935
	Vr - Điện áp ngược: 200 V 
If - Dòng thuận: 1 A 
Ff - Điện áp thuận: 1.2 V 
Dòng tăng tối đa: 30 A 
Ir - Dòng ngược: 5 uA

	66
	Đi-ốt 1N5408
	Vr - Điện áp ngược: 1 kV 
If - Dòng thuận: 3 A  
Ff - Điện áp thuận: 1.2 V 
Dòng tăng tối đa: 180 A 
Ir - Dòng ngược: 5 uA

	67
	Đi-ốt 1S953
	Điện áp ngược cực đại: 30 V
Dòng điện - Trung bình chỉnh lưu (Io): 100 mA
Điện áp thuận tại dòng thuận 30 mA: 1 V

	68
	Đi-ốt 1SS265
	Vr - Điện áp ngược:  35 V 
If - Dòng thuận: 100 mA 
Ff - Điện áp thuận: 0.85 V 
Ir - Dòng ngược: 100 nA
Công suất tiêu thụ: 150 mW

	69
	Đi-ốt 1SS314
	Điện áp ngược đỉnh: 30 V 
If - Dòng thuận: 100 mA 
Ff - Điện áp thuận: 850 mV 
Ir - Dòng ngược: 100 nA

	70
	Đi-ốt 1SS86
	Điện áp ngược cực đại: ≥ 3 V
Dòng ngược cực đại, tại 25 °C: 50 μA
Điện áp thuận tại dòng thuận 1 mA: 0,5 V
Nhiệt độ làm việc: -65 °C đến 200 °C

	71
	Đi-ốt 80V 1SS302
	Điện áp ngược đỉnh: 85 V 
Dòng tăng tối đa: 2 A 
If - Dòng thuận: 100 mA 
Thời gian khôi phục: 1.6 ns 
Ff - Điện áp thuận: 900 mV 
Ir - Dòng ngược: 500 nA

	72
	Đi-ốt B88069X2780S102
	Dòng xung đỉnh: 2.5 kA 
Phóng điện DC: 500 V 
Số điện cực: 2 Electrode 
Kiểu chấm dứt: Axial

	73
	Đi-ốt BAR64
	Điện áp ngược đỉnh: 100 V 
Dòng tối đa: 100 mA 
Điện dung: 0.35pF @ 20V, 1MHz
Điện trở: 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz
Pd - Tiêu tán nguồn: 250 mW

	74
	Đi-ốt BAV19W-7-F
	Điện áp ngược đỉnh: 100 V 
Dòng tăng tối đa: 2.5 A 
If - Dòng thuận: 200 mA 
Thời gian khôi phục: 50 ns 
Ff - Điện áp thuận: 1.25 V 
Ir - Dòng ngược: 15 uA

	75
	Đi-ốt BAV70,235
	Điện áp ngược đỉnh: 100 V 
Dòng tăng tối đa: 4 A 
If - Dòng thuận: 215 mA 
Thời gian khôi phục: 4 ns 
Ff - Điện áp thuận: 1.25 V 
Ir - Dòng ngược: 500 nA

	76
	Đi-ốt CDBQR54-HF
	If - Dòng thuận: 200 mA 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 30 V 
Ff - Điện áp thuận: 1 V 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 600 mA 
Ir - Dòng ngược: 2 uA

	77
	Đi-ốt CDBU00340-HF
	If - Dòng thuận: 30 mA 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 45 V 
Ff - Điện áp thuận: 370 mV 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 500 mA 
Ir - Dòng ngược: 1 uA

	78
	Đi-ốt CFSH05-20L TR
	If - Dòng thuận: 500 mA 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 220 mV 
Ff - Điện áp thuận: 20 V 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 3 A 
Ir - Dòng ngược: 30 uA

	79
	Đi-ốt DA2S10100L
	Điện áp ngược đỉnh: 80 V 
If - Dòng thuận: 100 mA 
Thời gian khôi phục: 3 ns 
Ir - Dòng ngược: 100 nA

	80
	Đi-ốt DF30SC4M
	If - Dòng thuận: 30 A 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 40 V 
Ff - Điện áp thuận: 550 mV 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 360 A 
Ir - Dòng ngược: 10 mA

	81
	Đi-ốt HSMS-2824-TR1G
	If - Dòng thuận: 1 A 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 15 V 
Ff - Điện áp thuận: 340 mV 
Ir - Dòng ngược: 100 nA

	82
	Đi-ốt JAN1N5806US
	Vr - Điện áp ngược: 150 V 
If - Dòng thuận: 2.5 A 
Ff - Điện áp thuận: 975 mV 
Dòng tăng tối đa: 35 A 
Ir - Dòng ngược: 1 uA 
Thời gian khôi phục: 25 ns

	83
	Đi-ốt LL4148
	Điện áp ngược đỉnh: 100 V 
Dòng tăng tối đa: 2 A 
If - Dòng thuận: 200 mA 
Cấu hình: Single 
Thời gian khôi phục: 4 ns 
Ff - Điện áp thuận: 1 V 
Ir - Dòng ngược: 25 nA

	84
	Đi-ốt LXES15AAA1-100
	Số lượng kênh: 1 
Điện áp làm việc: 15 V 
Kiểu chân: SMD
Điện áp kẹp: 40 V 
Điện áp đánh thủng: 15 V 
Cd - Điện dung đi-ốt: 0.05 pF 
Vesd - Tiếp điểm ESD điện áp: 8 kV

	85
	Đi-ốt MA4P4006F-1091T
	Vr - Điện áp ngược: 600 V 
Điện dung đi-ốt tối đa: 2.2 pF 
Điện trở nối tiếp tối đa @ IF tối đa: 500 mOhms 
Ff - Điện áp thuận: 1 V 
Tần số làm việc: 100 kHz ÷ 1 GHz
Pd - Tiêu tán nguồn: 7.5 W

	86
	Đi-ốt MA4P7002F-1072T
	Vr - Điện áp ngược: 200 V 
Điện dung đi-ốt tối đa: 0.7 pF 
Điện trở nối tiếp tối đa @ IF tối đa: 900 mOhms 
If - Dòng thuận: 100 mA 
Ff - Điện áp thuận: 1 V
Ir - Dòng ngược: 1 uA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 10 W

	87
	Đi-ốt MBRF20100CT
	If - Dòng thuận: 20 A 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 100 V 
Ff - Điện áp thuận: 950 mV 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 150 A 
Ir - Dòng ngược: 100 uA

	88
	Đi-ốt MMSZ5231
	Vz - Điện áp kháng zener: 5.1 V 
Dung sai điện áp: 2 % 
Pd - Tiêu tán nguồn: 500 mW 
Dòng Zener: 5 uA 
Zz - Trở kháng Zener: 17 Ohms

	89
	Đi-ốt NTE109
	Vr - Điện áp ngược: 100 V
Io - Dòng trung bình: 40mA 
Vf - Điện áp thuận: 1 V @ 200 mA
Dung kháng: 0.8pF

	90
	Đi-ốt SB3H90-E3/54
	If - Dòng thuận: 3 A 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 90 V 
Ff - Điện áp thuận: 800 mV 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 100 A 
Ir - Dòng ngược: 20 uA

	91
	Đi-ốt SM712-02HTG
	Số lượng kênh: 2
Điện áp làm việc: 12 V 
Điện áp kẹp: 31 V 
Điện áp đánh thủng: 13.3 V 
IPP - Dòng xung đỉnh: 19 A 
Pppm - Giảm nguồn xung đỉnh: 600 W 
Cd - Điện dung đi-ốt: 75 pF 

	92
	Đi-ốt SSA34-E3/61T
	If - Dòng thuận: 3 A 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 40 V 
Ff - Điện áp thuận: 490 mV 
Ifsm - Dòng tăng thuận: 75 A 
Ir - Dòng ngược: 200 uA

	93
	Đi-ốt 1N4148W-G3-18
	Điện áp ngược đỉnh: 100 V 
Dòng tăng tối đa: 500 mA 
If - Dòng thuận: 150 mA 
Thời gian khôi phục: 4 ns 
Ff - Điện áp thuận: 1.2 V 
Ir - Dòng ngược: 100 uA

	94
	Đi-ốt HSMS-2829-TR1G
	Công nghệ: Si
If - Dòng thuận: 1 A 
Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 15 V 
Ff - Điện áp thuận: 340 mV 
Ir - Dòng ngược: 100 nA

	95
	Đi-ốt Zener CD0603-Z3V3
	Vz - Điện áp kháng zener: 3.3 V 
Dung sai điện áp: - 
Pd - Tiêu tán nguồn: 150 mW 
Dòng Zener: 25 uA 
Zz - Trở kháng Zener: 95 Ohms

	96
	Đi-ốt Zener CZRU52C15
	Vz - Điện áp kháng zener: 15 V 
Dung sai điện áp: 5 % 
Pd - Tiêu tán nguồn: 150 mW 
Dòng Zener: 100 nA 
Zz - Trở kháng Zener: 30 Ohms

	97
	Đi-ốt 1N5408GP
	Vr - Điện áp ngược: 1 kV 
If - Dòng thuận: 3 A 
Ff - Điện áp thuận: 1.1 V 
Dòng tăng tối đa: 200 A 
Ir - Dòng ngược: 5 uA

	98
	Giắc 24 chân 2 hàng 1775013-2
	Số chân: 24
Số hàng: 2
Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng

	99
	Giắc cắm SMB-50JHD
	Kích thước: chuẩn SMB
Chất liệu: kẽm hoặc đồng, mạ vàng
Tần số: 1 kHz - 100 MHz
Công suất chịu đựng: 200W

	100
	Giắc cắm SSMB-50JHD
	Kích thước: chuẩn SSMB
Chất liệu: kẽm hoặc đồng, mạ vàng
Tần số: 1 kHz - 100 MHz
Công suất chịu đựng: 200W

	101
	Giắc cắm VTM1-17VD
	Số chân: 17 chân, 2 hàng
Khoảng cách giữa 2 chân liền kề: 2,54 mm
Vật liệu bọc: Nhựa
Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng
Điện trở tiếp xúc lớn nhất: 10 mΩ
Trở kháng cách ly nhỏ nhất: 5000 mΩ

	102
	Giắc cắm VTM1-33VD
	Số chân: 33 chân, 2 hàng
Khoảng cách giữa 2 chân liền kề: 2,54 mm
Vật liệu bọc: Nhựa
Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng
Điện trở tiếp xúc lớn nhất: 10 mΩ
Trở kháng cách ly nhỏ nhất: 5000 mΩ

	103
	Giắc cắm VTM1-9VD
	Số chân: 9 chân, 1 hàng
Khoảng cách giữa 2 chân liền kề: 2,54 mm
Vật liệu bọc: Nhựa
Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng
Điện trở tiếp xúc lớn nhất: 10 mΩ
Trở kháng cách ly nhỏ nhất: 5000 mΩ

	104
	IC BQ2000TSN-B5TR
	Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 6 V
Điện áp đầu ra: Thay đổi
Dòng đầu ra: 2 A
Dòng cấp nguồn vận hành: 500 uA

	105
	IC 551SCMGI
	Số lượng đầu ra: 4
Tần số đầu ra tối đa: 200 MHz 
Độ trễ lan truyền - Tối đa: 4.5 ns 
Tần số đầu vào tối đa: 200 MHz 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.71 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.465 V

	106
	IC 74AVC8T245BQ,118
	Thời gian trễ lan truyền: 6 ns, 11.8 ns 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 800 mV 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V
Số lượng kênh: 2
Pd - Tiêu tán nguồn: 600 mW

	107
	IC 74HC04D
	Điện áp nguồn: Từ 0,5 đến 7 V
Điện áp logic mức thấp: Từ 0,5 V đến 1,8 V
Điện áp logic mức cao: Từ 2 V đến 5,8 V
Độ trễ truyền tối đa: 16 ns
Dòng tĩnh: 2 uA
Kiểu chân: 14-SOIC

	108
	IC 74HC4040D
	Điện áp hoạt động: 2 V ÷ 6 V
Họ Logic: HC 
Số Bit: 12 bit 
Phương pháp đếm: Asynchronous 
Trình tự đếm: Up 

	109
	IC 74HC4514PW
	Số dòng đầu vào: 4
Số lượng đường cửa ra: 16  
Số Bit: 4 bit 
Thời gian trễ lan truyền: 50 ns 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 6 V

	110
	IC 74HC74D
	Điện áp hoạt động: 2 V ÷ 6 V
Thời gian trễ lan truyền: 175 ns 
Dòng đầu ra mức cao: - 5.2 mA 
Dòng đầu ra mức thấp: 5.2 mA 
Số lượng kênh: 2 
Số dòng đầu vào: 4 
Số lượng đường cửa ra: 2

	111
	IC 74LVC2G125
	Điện áp hoạt động: 1,65 V ÷ 5,5 V
Số dòng đầu vào: 2 
Số lượng đường cửa ra: 2  
Dòng đầu ra mức cao: - 32 mA 
Dòng đầu ra mức thấp: 32 mA

	112
	IC 74LVC4245APW
	Điện áp VCCA: 1,5 V đến 5,5 V
Điện áp VCCB: 1,5 V đến 3,6 V
Số mạch: 1
Số kênh/mạch: 8

	113
	IC 82C55A
	Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V
Số lượng I/O: 24 I/O 
Loại giao diện: Parallel 
Tần số đồng hồ tối đa: 8 MHz
Dòng đầu ra: 2.5 mA

	114
	IC AD8302ARUZ
	Dải tần số: 0 Hz ÷ 2.7 GHz 
Dải động dB: 58 dB 
Cấu hình: Single 
Điện áp cấp vận hành: 2.7 V ÷ 5.5 V 
Công nghệ: Si 
Nhiệt độ làm việc:  -40 oC ÷ + 85 oC 
Kiểu gắn: SMD/SMT

	115
	IC AD8362ARUZ
	Dải tần số: 50 Hz đến 3.8 GHz 
Dải động dB: 65 dB 
Điện áp cấp vận hành: 4.5 V đến 5.5 V 
Nhiệt độ làm việc tối đa: + 85 C 
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C 
Dải điện áp đầu ra: 100 mV đến 4.9 V 
Pd - Tiêu tán nguồn: 500 mW (1/2 W)

	116
	IC AD9850BRSZ
	Điện áp hoạt động: 3,3 V, 5 V
Độ phân giải: 10 bit 
Số lượng kênh: 1 
Độ dài từ mã: 32 b
Loại: DDS/DAC Syn

	117
	IC AD9951YSVZ
	Điện áp hoạt động: 3,3 V
Loại: Synthesizer 
Độ phân giải: 14 bit 
Số lượng kênh: 1
Độ dài từ mã: 32 b
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	IC ADA4950-1YCPZ-R7
	Số lượng kênh: 1 
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 750 MHz 
SR - Tốc độ quét: 2900 V/us 
CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: - 60 dB 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 114 mA 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 1 uA 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 800 uV 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 11 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V
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	IC ADC124S101CIMM/NOPB
	Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,25 V
Độ phân giải: 12 bit 
Số lượng kênh: 4 
Loại giao diện: SPI 
Tốc độ lấy mẫu: 1 MS/s
SNR - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: 72.4 dB

	120
	IC ADF4351BCPZ
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V
Dòng tiêu thụ: 110 mA
Số lượng mạch: 1 
Dải tần số đầu ra: 35 MHz  ÷ 4,4 GHz
Loại sản phẩm: Synthesizer/VCO Integer-N
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	IC ADL5513ACPZ-R7
	Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,5 V
Dải tần số: 1 MHz to 4 GHz 
Dải động dB: 80 dB 
Cấu hình: Single 
Pd - Tiêu tán nguồn: 220 mW 
Loại sản phẩm: RF Detector
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	IC ADM2582EBRWZ
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 5,5 V
Số lượng kênh: 3
Cực tính: Unidirectional 
Tốc độ dữ liệu: 16 Mb/s 
Điện áp cách ly: 2500 Vrms
Thời gian trễ lan truyền: 100 ns

	123
	IC ADM7150ACPZ-3.3-R7
	Điện áp đầu vào: 4,5 V ÷ 16 V
Điện áp đầu ra: 3.3 V 
Dòng đầu ra: 800 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 54 dB
Dòng tĩnh: 4.3 mA
Loại đầu ra: Cố định

	124
	IC ADM7171ACPZ-R7
	Điện áp đầu ra: 1.2 V đến 5 V 
Dòng đầu ra: 1 A 
Số lượng đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 700 uA 
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 2.3 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 6.5 V 
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 60 dB

	125
	IC ADP3336ARMZ-REEL7
	Điện áp đầu vào: 2,6 V ÷ 12 V
Số lượng đầu ra: 1
Điện áp đầu ra: 1.5 V ÷ 10 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Loại đầu ra: Thay đổi
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	IC ADS6142IRHBT
	Điện áp đầu vào: 3 V ÷ 3,6 V
Độ phân giải: 14 bit 
Số lượng kênh: 1
Loại giao diện: LVDS, Parallel 
Tốc độ lấy mẫu: 65 MS/s
SFDR - Dải động không tạp nhiễu: 86 dB 
SINAD - Tỷ lệ Tín hiệu trên Nhiễu và méo: 74.4 dB
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	IC AFE031AIRGZT
	Độ phân giải: 10 bit 
Tốc độ lấy mẫu: 1.5 MS/s 
Số lượng kênh: 1
Loại giao diện: Serial, 4-Wire, SPI 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V 
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C 
Nhiệt độ làm việc tối đa: + 125 C

	128
	IC AT24C16C
	Điện áp hoạt động: 1,7 V ÷ 5,5 V
Loại giao diện: 2-Wire, I2C 
Kích thước bộ nhớ: 16 kbit 
Tổ chức: 2 k x 8
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	IC AT25256AN
	Điện áp hoạt động: 4.5V ÷ 5.5V
Kích thước bộ nhớ: 256 Kbit (32K x 8)
Giao tiếp: SPI
Tần số đồng hồ: 5 MHz
Thời gian truy cập: 40 ns
Nhiệt độ làm việc:  -40 oC ÷ + 85 oC 
Kiểu gắn: SMD

	130
	IC AT89C55WD-24JU
	Kích thước bộ nhớ chương trình: 20 kB 
Kích thước Dữ liệu RAM: 256 B 
Đóng gói / Vỏ bọc: PLCC-44 
Tần số đồng hồ tối đa: 24 MHz 
Độ phân giải ADC: No ADC 
Số lượng I/O: 32 I/O 
Điện áp hoạt đông: 4 V ÷ 5.5 V 
Kiểu gắn: SMD/SMT 
Độ rộng bus dữ liệu: 8 bit

	131
	IC AT93C56B-XHM-T
	Loại giao diện: 3-Wire, Microwire 
Kích thước bộ nhớ: 2 kbit 
Tổ chức: 256 x 8/128 x 16 
Điện áp cấp vận hành: 1.7 V ÷ 5.5 V
Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ + 85 oC 
Tần số đồng hồ tối đa: 2 MHz 
Thời gian truy cập: 250 ns
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	IC ATSAM4SD32BA-MU
	Kích thước bộ nhớ chương trình: 2 MB 
Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit 
Độ phân giải ADC: 12 bit 
Tần số đồng hồ tối đa: 120 MHz 
Số lượng I/O: 47 I/O 
Kích thước Dữ liệu RAM: 160 kB 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.08 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 1.32 V

	133
	IC BGA 616 H6327
	Tần số hoạt động: 0 Hz ÷ 2,7 GHz 
Điện áp hoạt động: 6 V 
Dòng tiêu thụ: 60 mA 
Độ khuếch đại: 19 dB 
NF - Hệ số nhiễu: 2.5 dB

	134
	IC BQ2000
	Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 6 V
Điện áp đầu ra: Thay đổi
Dòng đầu ra: 2 A 
Số cell: 1 ÷ 4

	135
	IC BUFFER CD4050BE
	Điện áp hoạt động: -500 mV ÷ 20 V
Số dòng đầu vào: 6 
Số lượng đường cửa ra: 6 
Dòng đầu ra mức cao: - 5.2 mA 
Dòng đầu ra mức thấp: 25 mA 
Dòng tĩnh: 40 nA

	136
	IC CC2500RGPR
	Dải tần số: 2.4 GHz to 2.4835 GHz 
Tốc độ dữ liệu tối đa: 500 kbps 
Định dạng điều biến: 2-FSK, GFSK, MSK 
Điện áp cấp vận hành: 1.8 V đến 3.6 V
Công suất đầu ra: 1 dBm
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	IC CDCLVC1104PWR
	Điện áp hoạt động: 2,3 V ÷ 3,6 V
Số lượng đầu ra: 4
Tần số đầu ra tối đa: 250 MHz 
Độ trễ lan truyền - Tối đa: 2 ns 
Loại đầu ra: LVCMOS
Tần số đầu vào tối đa: 250 MHz 
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	IC CY62167EV18LL-55BVI
	Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit 
Tổ chức: 1 M x 16 
Thời gian truy cập: 55 ns 
Loại giao diện: Song song
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 2.25 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.65 V 
Dòng cấp nguồn - Tối đa: 30 mA
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	IC CY7C1061DV33-10BVJXI
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V
Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit 
Tổ chức: 1 M x 16 
Thời gian truy cập: 10 ns 
Loại giao diện: Song song
Dòng cấp nguồn - Tối đa: 175 mA
Loại sản phẩm: SRAM
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	IC DAC5672
	Độ phân giải: 14 bit 
Tốc độ lấy mẫu: 275 MS/s 
Số lượng kênh: 2 
Thời gian thiết lập: 20 ns 
Loại giao diện: Song song
Điện áp nguồn cấp analog: 3.3 V 
Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: 3.3 V

	141
	IC DAC56871PZP
	Số bit: 16
Số bộ chuyển đổi D/A: 2
Thời gian thiết lập: 10.4ns
Giao tiếp dữ liệu: Song song
Loại tham chiếu: External, Internal
Điện áp cấp nguồn, tương tự: 3V ÷ 3.6V
Điện áp cấp nguồn, số: 1.71V ÷ 2.15V

	142
	IC DS1302ZN+
	Định dạng ngày: YY-MM-DD-dd 
Định dạng thời gian: HH:MM:SS (24 hr) 
Kích thước bộ nhớ RTC: 31 B 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.5 V

	143
	IC DS1307
	Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V
Giao diện bus RTC: Nối tiếp
Định dạng thời gian: HH:MM:SS 
Kích thước bộ nhớ RTC: 56 B 
Đóng gói / Vỏ bọc: SOIC-8 

	144
	IC DSPIC33FJ256GP710
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V
Số lõi: 1  
Tần số đồng hồ tối đa: 40 MHz 
Kích thước bộ nhớ chương trình: 256 kB 
Kích thước Dữ liệu RAM: 30 kB 
Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit
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	IC FPF1005
	Số lượng đầu ra: 1
Dòng đầu ra: 1.5 A 
Điện trở khi bật - Tối đa: 250 mOhms 
Thời gian bật - Tối đa: 10 us 
Thời gian tắt - Tối đa: 50 us 
Điện áp cấp vận hành: 1.2 V đến 5.5 V

	146
	IC FT2232D-REEL
	Giao thức: USB
Chức năng: Bridge, USB to UART
Giao diện: UART
Chuẩn: USB 2.0
Điện áp hoạt động: 4.35V ÷ 5.25V
Dòng tiêu thụ: 30mA

	147
	IC GALI 74+
	Tần số vận hành: 0 Hz to 1 GHz 
Điện áp cấp vận hành: 4.8 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 80 mA 
Độ khuếch đại: 13.4 dB 
NF - Hệ số nhiễu: 2.7 dB 
Loại: Gain Block Amplifiers 
Kiểu gắn: SMD/SMT 
Đóng gói / Vỏ bọc: SOT-89-4
Suy hao trở lại đầu vào: 21 dB

	148
	IC AD8362ARUZ-REEL7
	Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V
Định mức dòng: 20 mA
Dải tần số hoạt động: 50Hz ÷ 3,8GHz
Dải đầu vào: -52dBm ÷ 8dBm
Độ chính xác: ±0,5dB

	149
	IC HEF4066BT
	Điện áp hoạt động: 3V ÷ 15V
Số lượng kênh: 4 Channel 
Cấu hình: 4 x SPST 
Điện trở khi bật - Tối đa: 155 Ohms 
Thời gian bật - Tối đa: 30 ns 
Thời gian tắt - Tối đa: 140 ns 
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C 
Nhiệt độ làm việc tối đa: + 85 C

	150
	IC HMC241AQS16ETR
	Tần số tối thiểu: 0 Hz 
Tần số tối đa: 3.5 GHz 
Suy hao tiếp xúc: 1 dB 
Cách ly khi Tắt - Điển hình: 32 dB 
Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ + 85 oC 
Kiểu gắn: SMD/SMT

	151
	IC HMC580ST89E
	Điện áp cấp vận hành: 5 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 88 mA 
Độ khuếch đại: 22 dB 
NF - Hệ số nhiễu: 2.8 dB 
Kiểu gắn: SMD/SMT 
P1dB - Điểm bắt đầu nén: 22 dBm 
OIP3 - Điểm chặn bậc ba: 37 dBm
Pd - Tiêu tán nguồn: 590 mW

	152
	IC INA226AIDGSR
	Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,5 V
Dòng cấp nguồn vận hành: 420 uA 
Độ chính xác: 0.1 %
Băng thông: 7 kHz

	153
	IC IS25WP256D-JLLE
	Kích thước bộ nhớ: 256 Mbit 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.65 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 1.95 V 
Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: 14 mA 
Loại giao diện: SPI 
Tần số đồng hồ tối đa: 104 MHz 
Tổ chức: 32 M x 8 
Độ rộng bus dữ liệu: 8 bit

	154
	IC IS65WV102416EALL-55BLA3
	Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit 
Tổ chức: 1 M x 16 
Thời gian truy cập: 55 ns 
Loại giao diện: Song song
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.2 V 
Dòng cấp nguồn - Tối đa: 12 mA

	155
	IC IS82C55AZ96
	Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V
Loại giao diện: Song song
Số lượng I/O: 24  
Điện áp đầu ra: 10 V ÷ 20 V 
Pd - Tiêu tán nguồn: 833 mW
Tần số đồng hồ tối đa: 8 MHz
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	IC ISL60002DIH330Z-TK
	Điện áp đầu ra: 3 V 
Độ chính xác ban đầu: 0.17 % 
Hệ số nhiệt độ: 20 PPM / C 
VREF nối tiếp - Điện áp đầu vào - Tối đa: 6.5 V 
Dòng Shunt - Tối đa: 7 mA
Độ chính xác: 150 uV/mA
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	IC K04906BISQ
	Điện áp hoạt động: 3,15 V ÷ 3,45 V
Số lượng đầu ra: 6 
Tần số đầu ra tối đa: 2600 MHz 
Mức công suất: LVCMOS 
Mức đầu vào: LVCMOS, LVDS, LVPECL 
Tần số đầu vào tối đa: 3.1 GHz 

	158
	IC TLC0832IP
	Điện áp nguồn tương tự: 4,5 V ÷ 5,5 V
Điện áp nguồn số: 4,5 V ÷ 5,5 V
Loại đầu vào: Differential/Single-Ended
Loại giao diện: Nối tiếp
Số kênh: 2
Độ phân giải: 8 bit
Tốc độ lấy mẫu: 22 kS/s
Độ phi tuyến tích phân: 0,4 LSB
Công suất tiêu thụ: 12,5 mW
Kiểu chân: PDIP-8
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	IC L78L08ACZTR
	Số lượng đầu ra: 1 
Điện áp đầu ra: 8 V 
Dòng đầu ra: 100 mA  
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 10 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 30 V

	160
	IC LDO 3.3V ADM7150ACPZ-3.3-R7
	Điện áp đầu ra: 3.3 V 
Dòng đầu ra: 800 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 4.3 mA 
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 4.5 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 16 V 
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 54 dB
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	IC LM1117IDTX-5.0/NOPB
	Điện áp đầu vào: 2,6 V ÷ 35 V
Điện áp đầu ra: 5 V 
Dòng đầu ra: 800 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Cực tính: Positive 
Dòng tĩnh: 15 mA 
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 75 dB 
Loại đầu ra: Cố định
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	IC AD8302ARUZ-RL7
	Dải tần số: 0 Hz ÷ 2.7 GHz 
Dải động dB: 58 dB 
Điện áp cấp vận hành: 2.7 V ÷ 5.5 V 
Công nghệ: Si 
Nhiệt độ làm việc:  -40 oC ÷ + 85 oC 
Kiểu gắn: SMD/SMT

	163
	IC LM124D
	Số lượng kênh: 4 
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 1.3 MHz 
SR - Tốc độ quét: 400 mV/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 5 mV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 100 nA 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 30 V, +/- 15 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V, +/- 1.5 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 1.5 mA 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 40 mA 
CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: 80 dB
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	IC LM258AMDREP
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 32 V
Số lượng kênh: 2 
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 700 kHz 
SR - Tốc độ quét: 300 mV/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 3 mV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 80 nA 
Dòng cấp nguồn vận hành: 350 uA 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 20 mA
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	IC LM2901D
	Số lượng kênh: 4
Thời gian phản hồi: 1.3 us 
Loại bộ so sánh: Vi phân
Điện áp cấp nguồn: 2 V ÷ 30 V
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	IC LM2903DR
	Điện áp hoạt động: 2 V ÷ 30 V
Số lượng kênh: 2 
Loại đầu ra: CMOS, TTL 
Thời gian phản hồi: 1.3 us 
Loại bộ so sánh: Differential 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2 V 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 6 mA
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	IC LM2904
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 36 V
Số lượng kênh: 2
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 500 kHz 
SR - Tốc độ quét: 200 mV/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 2 mV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 60 nA 
Dòng cấp nguồn vận hành: 600 uA
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	IC LM35CZ/NOPB
	Độ chính xác: +/- 0.5 C 
Độ khuếch đại: 10 mV / C 
Dòng cấp nguồn vận hành: 91.5 uA 
Dòng đầu ra: 10 mA
Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 30 V

	169
	IC LM380N-8/NOPB
	Điện áp hoạt động: 10 V ÷ 22 V
Công suất đầu ra: 2.5 W 
Kiểu chân: Cắm 
Loại: 1-Channel Mono 
Âm thanh - Trở kháng tải: 8 Ohms 
THD kèm nhiễu: 0.2 %
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	IC BGA 612 H6327
	Điện áp cấp vận hành: 5 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 20 mA 
Độ khuếch đại: 16.3 dB 
NF - Hệ số nhiễu: 2.1 dB 
P1dB - Điểm bắt đầu nén: 7 dBm 
OIP3 - Điểm chặn bậc ba: 17 dBm
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	IC ADM7150ACPZ-5.0-R7
	Điện áp đầu vào: 4,5 V ÷ 16 V
Điện áp đầu ra: 5 V 
Dòng đầu ra: 800 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 54 dB
Dòng tĩnh: 4.3 mA
Loại đầu ra: Cố định
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	IC ADM7151ACPZ-04-R7
	Điện áp đầu vào: 4,5 V ÷ 16 V
Điện áp đầu ra: 1.5 V ÷ 5.1 V 
Dòng đầu ra: 800 mA 
Số lượng đầu ra: 1
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 90 dB
Loại đầu ra: Thay đổi
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	IC LM386
	Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 12 V
Công suất đầu ra: 325 mW 
Loại: 1-Channel Mono 
Âm thanh - Trở kháng tải: 4 Ohms 
THD kèm nhiễu: 0.2 % 
Độ khuếch đại: 20 dB
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	IC LM3940IMPX33NOPB
	Điện áp đầu vào: 4.5 V ÷ 7.5 V
Điện áp đầu ra: 3.3 V 
Dòng đầu ra: 1 A 
Số lượng đầu ra: 1  
Cực tính: Positive 
Dòng tĩnh: 15 mA 

	175
	IC LMV341IDCKR
	Số lượng kênh: 1 Channel 
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 1 MHz 
SR - Tốc độ quét: 1 V/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 4 mV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 200 pA 
Điện áp hoạt động: 2.5 V đến 5.5 V 

	176
	IC LMZ12001TZ-ADJ
	Điện áp đầu vào: 4.5 V ÷  20 V 
Điện áp đầu ra: 800 mV ÷ 6 V 
Dòng đầu ra: 1 A 
Số lượng đầu ra: 1 
Hệ số ổn áp tải đầu ra: 1.5 mV / A

	177
	IC LMZ14203TZX-ADJ/NOPB
	Điện áp đầu vào: 6 V ÷ 42 V 
Điện áp đầu ra: 800 mV ÷ 6 V 
Dòng đầu ra: 3 A 
Số lượng đầu ra: 1 
Hệ số ổn áp tải đầu ra: 1.5 mV / A

	178
	IC LP5907MFX-3.0/NOPB
	Điện áp đầu ra: 3 V 
Dòng đầu ra: 250 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 250 uA 
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 2.2 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 5.5 V 
PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 82 dB

	179
	IC LT3045EDD#PBF
	Điện áp đầu ra: 0 V đến 15 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 2.2 mA 
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 1.8 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 20 V 
Hệ số ổn áp đầu vào: 0.5 uV/V 
Hệ số ổn áp tải đầu ra: 0.1 mV 
Dòng cấp nguồn vận hành: 2.4 mA

	180
	IC LT8410EDC#TRMPBF
	Điện áp đầu vào, Tối đa: 16 V 
Điện áp đầu ra: 40 V 
Dòng đầu ra: 10 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Kiểu gắn: SMD/SMT 
Tần số chuyển mạch: Điều chỉnh
Dòng tĩnh: 8.5 uA

	181
	IC LT8601EUJ#TRPBF
	Dòng đầu ra: 2.5 A 
Số lượng đầu ra: 3
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 3 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 42 V 
Dòng tĩnh: 30 uA 
Tần số chuyển mạch: 250 kHz đến 2.2 MHz 
Điện áp đầu vào: 2.7 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 30 uA

	182
	IC LTC2802IDE#PBF
	Điện áp hoạt động: 1,8 V ÷ 5,5 V
Tốc độ dữ liệu: 1 Mb/s 
Số mạch điều khiển: 1 
Số bộ thu: 1 Receiver 
Song công: Half Duplex 
Dòng cấp nguồn vận hành: 2.3 mA

	183
	IC LTC4364HMS-2#TRPBF
	Đóng gói / Vỏ bọc: MSOP-16 
Sô mạch: 1
Định mức điện áp: 4 VDC ÷ 80 VDC 
Định mức dòng: 750 uA 
Kiểu chấm dứt: SMD/SMT 
Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ + 125 oC

	184
	IC LTC6081HMS8#PBF
	Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,5 V
Số lượng kênh: 2  
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 3.6 MHz 
SR - Tốc độ quét: 1 V/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 90 uV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 0.2 pA 
Dòng cấp nguồn vận hành: 330 uA 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 17 mA

	185
	IC LTC6409HUDB#TRMPBF
	Số lượng kênh: 1
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 10 GHz 
SR - Tốc độ quét: 3.3 kV/us 
Độ lợi điện áp DB: 65 dB 
CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: 90 dB 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 95 mA 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 62 uA 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 300 uV 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.25 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.7 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 52 mA

	186
	IC LTM4643IY#PBF
	Điện áp đầu vào: 4 V đến 20 V 
Điện áp đầu ra: 600 mV đến 3.3 V 
Dòng đầu ra: 3 A 
Số lượng đầu ra: 4
Dòng tĩnh: 2 mA 
Tần số chuyển mạch: 1.2 MHz 
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C 
Nhiệt độ làm việc tối đa: + 125 C 
Dòng cấp nguồn vận hành: 2 mA

	187
	IC LTM8003IY#PBF
	Điện áp đầu vào: 3.4 V đến 40 V 
Điện áp đầu ra: 970 mV đến 18 V 
Dòng đầu ra: 3.5 A 
Số lượng đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 3 uA 
Tần số chuyển mạch: 3 MHz 
Dòng cấp nguồn vận hành: 12 mA

	188
	IC MAAL-010704-TR3000
	Tần số vận hành: 100 MHz đến 3.5 GHz 
Điện áp cấp vận hành: 3 V đến 5 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 60 mA 
Độ khuếch đại: 14.3 dB 
NF - Hệ số nhiễu: 1 dB

	189
	IC MAX13235EEUP+T
	Điện áp hoạt động: 3 V, 5,5 V
Tốc độ dữ liệu: 3 Mb/s 
Số mạch điều khiển: 2
Số bộ thu: 2 
Dòng cấp nguồn vận hành: 1 mA
Thời gian trễ lan truyền: 0.15 us

	190
	IC MAX14841EATA+T
	ốc độ dữ liệu: 40 Mb/s 
Số mạch điều khiển: 1 
Số bộ thu: 1
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 1.5 mA

	191
	IC MAX17017GTM+
	Điện áp cấp nguồn: 5.5 V ÷ 28 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 10 uA
Điện áp đầu ra: 4.8 V ÷ 5.2 V
Dòng đầu ra: 2 A
Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷  105 oC

	192
	IC MAX232IDR
	Điện áp cấp nguồn: 4.5 V  ÷ 5.5 V 
Tốc độ dữ liệu: 120 kb/s 
Số mạch điều khiển: 2
Số bộ thu: 2 
Dòng cấp nguồn vận hành: 10 mA

	193
	IC CY62167EV3
	Điện áp hoạt động: 2,2 V ÷ 3,6 V
Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit 
Tổ chức: 2 M x 8/1 M x 16 
Thời gian truy cập: 45 ns 
Loại giao diện: Song song

	194
	IC MAX3362EKA+T
	Điện áp cấp nguồn : 3.465 V ÷ 3.135 V
Số mạch điều khiển: 1 
Số bộ thu: 1  
Tốc độ dữ liệu: 20 Mb/s 
Dòng cấp nguồn vận hành: 1.7 mA
Điện áp đầu ra: 1.5 V 
Pd - Tiêu tán nguồn: 777 mW

	195
	IC TPA2016D2
	Số bộ khuếch đại âm tần Stereo: 2 (loại Class D)
Điện áp nguồn cấp: Từ 2,5 V đến 5,5 V
Tính năng: Bảo vệ ngắn mạch và quá nhiệt, đầu vào vi sai, I2C, tắt IC, điều khiển âm lượng
Công suất đầu ra tối đa mỗi kênh: 2,8 W (tải 4 ohm)
Kiểu chân: 20-QFN

	196
	IC MAX3387E
	Điện áp cấp nguồn: 5.5 V ÷ 3 V 
Tốc độ dữ liệu: 250 kb/s 
Số mạch điều khiển: 3 
Số bộ thu: 3 
Dòng cấp nguồn vận hành: 1 mA
Thời gian trễ lan truyền: 0.15 us

	197
	IC MAX485ECSA+
	Số mạch điều khiển: 1 Driver 
Số bộ thu: 1 Receiver 
Tốc độ dữ liệu: 2.5 Mb/s 
Điện áp hoạt động: 5 V 
Điện áp đầu vào: 800 mV ÷ 2 V
Nhiệt độ làm việc: 0 oC ÷ 70 oC

	198
	IC MAX5721
	Điện áp hoạt động, tương tự: 2.7V đến 5.5V
Điện áp hoạt động, số: 2.7V đến 5.5V
Số bit: 10
Số bộ chuyển đổi D/A: 2
Loại đầu ra: Voltage - Buffered
Giao tiếp dữ liệu: SPI, DSP
INL/DNL (LSB): ±0.5, ±1 (cực đại)

	199
	IC MAX604
	Điện áp đầu vào: 2.9 V  ÷ 11.5 V 
Điện áp đầu ra: 3.3 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
Dòng tĩnh: 35 uA 

	200
	IC MAX7408
	Điện áp cấp nguồn: 4.5 ÷ 5 V 
Tần số giới hạn: 15 kHz 
Loại bộ lọc: Lọc thông thấp
Số lượng kênh: 1 

	201
	IC DAC5687IPZP
	Độ phân giải: 16 bit 
Tốc độ lấy mẫu: 500 MS/s 
Số lượng kênh: 2 
Thời gian thiết lập: 12 ns  
Loại giao diện: Song song
Điện áp nguồn cấp analog: 3.3 V 
Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: 1.8 V

	202
	IC MAX9814
	Điện áp hoạt động: 2.7 V ÷ 5.5 V 
Điện trở đầu vào tối đa: 10 kOhms 
Dòng cấp nguồn vận hành: 3.1 mA 
Pd - Tiêu tán nguồn: 1.481 W

	203
	IC MAX9867ETJ+T
	Độ phân giải: 18 bit 
Tỷ lệ chuyển đổi: 48 kHz 
Loại giao diện: Serial (I2C) 
Số lượng ADC: 2 ADC 
Số lượng DAC: 2 DAC 
Điện áp cấp vận hành: 1.65 V đến 1.95 V

	204
	IC MB95F108AHSPFM
	Kích thước lõi: 8-Bit
Tốc độ: 10MHz
Số cổng I/O: 55
Kích thước bộ nhớ chương trình: 60KB (60K x 8)
Loại bộ nhớ: FLASH
Kích thước RAM: 2K x 8
Điện áp hoạt động: 2.5V ÷ 5.5V

	205
	IC LM1117IMPX-3.3/NOPB
	Điện áp đầu vào: 1,4 V ÷ 15 V
Điện áp đầu ra: 3.3 V 
Dòng đầu ra: 800 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
Dòng tĩnh: 5 mA 
Loại đầu ra: Cố định

	206
	IC MC7808BDTRKG
	Điện áp đầu vào: 10 V ÷ 35 V
Số lượng đầu ra: 1 
Điện áp đầu ra: 8 V 
Dòng đầu ra: 1 A 
Loại đầu ra: Cố định

	207
	IC MCP1802T-5002I/OT
	Điện áp đầu vào: 2 V ÷ 10 V 
Điện áp đầu ra: 5 V 
Dòng đầu ra: 300 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
Dòng tĩnh: 50 uA 
Loại đầu ra: Cố định

	208
	IC MCU PIC24EP512GP806-I/PT
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V
Kích thước bộ nhớ chương trình: 512 kB 
Kích thước Dữ liệu RAM: 52 kB 
Tần số đồng hồ tối đa: 60 MHz 
Độ phân giải ADC: 10 bit, 12 bit 
Số lượng I/O: 53 I/O 
Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit

	209
	IC MIC2009YML-TR
	Độ phân giải: 18 bit 
Tỷ lệ chuyển đổi: 48 kHz 
Loại giao diện: Serial (I2C) 
Số lượng ADC: 2 ADC 
Số lượng DAC: 2 DAC
Điện áp cấp vận hành: 1.65 V đến 1.95 V

	210
	IC MIC47050YML TR
	Điện áp đầu vào: 1 V ÷ 3.6 V 
Điện áp đầu ra: 400 mV ÷ 2 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
Loại đầu ra: Điều chỉnh

	211
	IC MIC5841YWM
	Điện áp cấp nguồn: 5 V ÷ 12 V
Số lượng mạch: 1 
Loại logic: BiCMOS 
Họ Logic: TTL 
Số lượng đường cửa ra: 8

	212
	IC MSA-1105-STR
	Điện áp hoạt động: 4,4 V ÷ 6,6 V
Dòng cấp nguồn vận hành: 80 mA 
Độ khuếch đại: 10.5 dB 
NF - Hệ số nhiễu: 3.6 dB 
OIP3 - Điểm chặn bậc ba: 30 dBm
Số lượng kênh: 1
Pd - Tiêu tán nguồn: 550 mW

	213
	IC MSP430G2553IRHB32R
	Kích thước bộ nhớ chương trình: 16 kB 
Kích thước Dữ liệu RAM: 512 B 
Đóng gói / Vỏ bọc: VQFN-32 
Tần số đồng hồ tối đa: 16 MHz 
Độ phân giải ADC: 10 bit 
Số lượng I/O: 24 I/O 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.8 V đến 3.6 V 
Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit

	214
	IC NCP5500DADJR2G
	Điện áp đầu vào: 2.5 V ÷ 16 V 
Điện áp đầu ra: 1.25 V ÷ 5 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
Loại đầu ra: Điều chỉnh

	215
	IC NEO-M8N
	Điện áp hoạt động: 1,65 V ÷ 3,6 V
Số lượng kênh: 72 
Thời gian đến lúc sửa lần đầu - Khởi động nguội: 26 s 
Độ nhạy tích lũy: - 167 dBm 
Độ chính xác vị trí nằm ngang: 2.5 m 
Loại giao diện: I2C, SPI, UART, USB
Điện áp cấp vận hành: 1.65 V ÷ 3.6 V

	216
	IC NJM2594V-TE1
	Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 9 V
Số đầu ra: 2
Dòng điện đầu ra: 10 mA

	217
	IC NJM386BM
	Điện áp cấp nguồn: 4 V ÷ 18 V 
Cấp: Class-AB 
Công suất đầu ra: 1 W 
Đóng gói / Vỏ bọc: DMP-8 
Âm thanh - Trở kháng tải: 32 Ohms 
THD kèm nhiễu: 0.1 % 

	218
	IC NJM4558L
	Số lượng kênh: 2 
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 3 MHz 
SR - Tốc độ quét: 1 V/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 6 mV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 500 nA 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: +/- 18 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: +/- 4 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 5.7 mA

	219
	IC LT8610AXMSE#PBF
	Điện áp đầu vào: 3.7 V ÷ 42 V 
Dạng cấu hình: Buck 
Điện áp đầu ra: 39.7 V 
Dòng đầu ra: 3.5 A 
Số lượng đầu ra: 1 
Dòng tĩnh: 26 uA 
Tần số chuyển mạch: 200 kHz ÷ 2.2 MHz 
Dòng cấp nguồn vận hành: 26 uA
Nhiệt độ làm việc:  -40 oC ÷ + 175 oC 

	220
	IC NPIC6C595PW,118
	Số lượng mạch: 1 
Số Bit: 8 bit 
Thời gian trễ lan truyền: 97 ns 
Loại đầu vào: Nối tiếp  
Số lượng đường cửa ra: 8 
Điện áp cấp vận hành: 4.5 V đến 5.5 V

	221
	IC NX3P190UK
	Điện áp hoạt động: 1.1 V đến 3.6 V
Điện trở tại điện ạp 1,8 V: 95 mΩ 
Mức logic điều khiển tại điện áp 3.6 V: 1.2 V

	222
	IC OPAMP LF156H
	Điện áp nguồn cung cấp: 10 V ÷ 44 V
Số mạch khuếch đại thuật toán: 1
Dòng tiêu thụ nguồn: 5 mA
Dòng phân cực: 8 pA
Băng thông khuếch đại: 5 MHz
Kiểu chân: TO-99-8

	223
	IC PE43711B-Z
	Suy giảm: 31.75 dB 
Tần số tối đa: 6 GHz 
Trở kháng: 50 Ohms 
Số Bit: 7 bit 
Số lượng kênh: 1
Kích cỡ bước bộ suy giảm: 1 dB 
Suy hao tiếp xúc: 2.4 dB 
Điện áp cấp vận hành: 5.5 V

	224
	IC PIC24EP512GP806-I/PT
	Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V
Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit 
Độ phân giải ADC: 10 bit/12 bit 
Tần số đồng hồ tối đa: 60 MHz 
Số lượng I/O: 53 
Kích thước RAM: 52 kB 

	225
	IC PIC24HJ256GP206A-I/PT
	Điện áp nguồn cung cấp: 3 V ÷ 3,6 V
Lõi xử lý: PIC 16 bit
Tốc độ: 40 MHz
Số cổng I/O: 53
Bộ nhớ lập trình: FLASH 256 KB
Bộ nhớ RAM: 16 K x 8
Số bộ ADC  12 bit: 18
Giao diện: I2C, LINbus, SPI, UART/USART
Kiểu chân: 64-TQFP

	226
	IC PS2701A-1-F3-A
	Số kênh cách ly quang: 1
Điện áp cách ly: 3750 Vrms
Loại đầu ra: NPN Phototransistor
Tỷ số truyền dòng: Từ 50 % đến 300 %
Dòng thuân: 50 mA
Điện áp thuân: 1,4 V
Điện áp cực góp phát tối đa: 70 V
Dòng cực góp tối đa: 30 mA
Điện áp bão hòa cực góp cực phát tối đa: 300 mV

	227
	IC PS622313DRYT
	Điện áp đầu ra: 1.3 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 2.05 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 6 V 
Dòng tĩnh: 1 mA

	228
	IC RC4558IDR
	Số lượng kênh: 2 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 30 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 10 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 2.5 mA 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 10 mA

	229
	IC REG CTRLR SG2524D
	Điện áp nguồn cung cấp: 8 V ÷ 40 V
Số mạch chuyển đổi nguồn: 2
Tần số chuyển mạch: Từ 100 kHz đến 300 kHz
Chu kỳ làm việc tối đa: 49 %
Giao thức chuyển đổi nguồn: Buck, Flyback, Push-Pull
Kiểu chân: 16-SOIC

	230
	IC RF SWITCH SPDT F2923NCGI
	Tần số tối thiểu: 300 kHz 
Tần số tối đa: 8 GHz 
Suy hao tiếp xúc: 1.12 dB 
Cách ly khi Tắt - Điển hình: 29 dB 
Số lượng bộ chuyển mạch: Single 
Dòng cấp nguồn vận hành: 127 uA 
Điện áp cấp vận hành: 3.3 V

	231
	IC RTC CLK DS1302Z
	Giao diện bus RTC: Serial, 3-Wire 
Định dạng thời gian: HH:MM:SS (24 hr) 
Kích thước bộ nhớ RTC: 31 B 
Đóng gói / Vỏ bọc: SOIC-8 
Chuyển mạch dự phòng ắc-quy: Backup Switching 
Điện áp cấp nguồn: 2 V ÷ 5.5 V
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	IC S-80841CLUA-B62T2G
	Điện áp ngưỡng: 4.1 V 
Số lượng đầu vào được theo dõi: 1
Loại đầu ra: Active Low, CMOS 
Đặt lại thời gian trễ: 60 us 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 10 V 
Độ chính xác: 2 %
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	IC LT3045EMSE#TRPBF
	Điện áp đầu ra: 0 V đến 15 V 
Dòng đầu ra: 500 mA 
Số lượng đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 2.2 mA 
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 1.8 V 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 20 V 
Điện áp sụt: 260 mV 
Điện áp sụt - Tối đa: 350 mV 
Hệ số ổn áp đầu vào: 0.5 uV/V 
Hệ số ổn áp tải đầu ra: 0.1 mV 
Dòng cấp nguồn vận hành: 2.4 mA 
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	IC SI3000-C-GS
	Điện áp nguồn tương tự: 3 V ÷ 5,2 V
Điện áp nguồn số: 3 V ÷ 5,2 V
Số ADC/DAC: 1/1
Độ phân giải: 16 bit
Dải động (ADC/DAC): 84 dB/84 dB
Kiểu chân: 16-SOIC
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	IC LM258D
	Số lượng kênh: 2 
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 1.1 MHz 
SR - Tốc độ quét: 600 mV/us 
Vos - Điện áp bù đầu vào: 5 mV 
Ib - Dòng phân cực đầu vào: 150 nA 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 30 V, +/- 15 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V, +/- 1.5 V 
Dòng cấp nguồn vận hành: 350 uA 
Dòng đầu ra mỗi kênh: 40 mA
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	IC ULN2003
	Số cổng ra: 7
Tỷ lệ vào/ra: 1:1
Cấu hình đầu ra: Low-Side, kiểu Darlington
Điện áp tải tối đa: 50 V
Dòng chịu đựng đầu ra: 500 mA
Loại đầu vào: Đảo
Kiểu chân: 16-SOIC
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	IC SI4468-A2A-IM
	Dải tần số: 142 MHz đến 1.05 GHz 
Tốc độ dữ liệu tối đa: 1 Mbps 
Định dạng điều biến: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK 
Điện áp hoạt động: 1.8 V đến 3.8 V
Tiếp nhận dòng cấp nguồn: 13.7 mA 
Truyền dòng cấp nguồn: 88 mA 
Công suất đầu ra: 20 dBm

	238
	IC SKY13270-92LF
	Tần số tối thiểu: 20 MHz 
Tần số tối đa: 2.7 GHz 
Suy hao tiếp xúc: 0.6 dB 
Cách ly khi Tắt - Điển hình: 19 dB 
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	IC SN74HC595NSR
	Điện áp nguồn: Từ 2 V đến 6 V
Số đầu vào: 1
Số đầu ra: 9
Số bit thanh đếm dịch: 8
Loại logic: CMOS
Loại đầu ra: 3-State
Độ trễ truyền: 200 ns, 40 ns, 34 ns
Kiểu chân: 16-SOIC
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	IC SN74LS280D
	Số lượng mạch: 1 
Số Bit: 9 
Họ Logic: 74LS 
Đóng gói / Vỏ bọc: SOIC-14 
Dòng đầu ra mức cao: - 400 uA 
Dòng đầu ra mức thấp: 8 mA 
Thời gian trễ lan truyền: 50 ns 
Điện áp cấp nguồn: 4.75 V ÷ 5.25 V 
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	IC SN74LS90D
	Điện áp nguồn: Từ 4,75 V đến 5,25 V
Số đầu vào: 1
Số bit thanh đếm dịch: 4
Loại logic: Counter, Decade
Tốc độ đếm: 42 MHz
Kiểu chân: 14-SOIC
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	IC SN74LVC8T245
	Điện áp nguồn: Từ 1,65 V đến 5,5 V
Số lượng thành phần: 1
Số đầu ra: 9
Số bit thanh đếm dịch: 8
Loại logic: Translation Transceiver
Loại đầu ra: 3-State
Kiểu chân: 24-TSSOP
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	IC SRAM CY62167EV30LL-45BVXI,VNC
	Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit 
Tổ chức: 2 M x 8/1 M x 16 
Thời gian truy cập: 45 ns 
Loại giao diện: Song song
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.2 V 
Dòng cấp nguồn - Tối đa: 30 mA
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	IC STM32F407
	Điện áp hoạt động: 1,8 V ÷ 3,6 V
Kích thước bộ nhớ chương trình: 512 kB
Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit
Độ phân giải ADC: 12 bit
Tần số đồng hồ tối đa: 168 MHz
Kích thước Dữ liệu RAM: 192 kB
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	IC STM32F437IIH6
	Kích thước bộ nhớ chương trình: 2 MB 
Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit 
Độ phân giải ADC: 3 x 12 bit 
Tần số đồng hồ tối đa: 180 MHz 
Số lượng I/O: 140 I/O 
Kích thước Dữ liệu RAM: 256 kB 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.7 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V
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	IC SYDC-20-22HP+
	Tần số: 3 MHz đến 200 MHz 
Trở kháng: 50 Ohms 
Công suất cực đại: 30 W
Hệ số ghép: 20.3 dB
Tổn hao: 31 dB
Kiểu chấm dứt: SMD/SMT
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	IC TA75393F
	Điện áp cấp nguồn: 2 V ÷ 36 V
Dòng tiêu thụ: 0.8 mA
Điện áp đầu vào thấp: 2 mV
Đầu ra được tích hợp TTL, DTL, MOS, C-MOS
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	IC TC7S04
	Điện áp nguồn: Từ 2 V đến 6 V
Số đầu vào: 1
Số mạch: 1
Điện áp logic mức thấp: Từ 0,5 V đến 1,8 V
Điện áp logic mức cao: Từ 1,5 V đến 4, 2 V
Độ trễ truyền tối đa: 17 ns
Dòng tĩnh: 1 uA
Kiểu chân: SOT-753
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	IC TL331IDBVR
	Điện áp nguồn cung cấp (single): Từ 2 V đến 36 V
Điện áp nguồn cung cấp (dual) Từ 1 V đến 18 V
Số thành phần so sánh: 1
Loại đầu ra: Open-Collector, Rail-to-Rail
Dòng đầu ra: 20 mA
Dòng tĩnh: 700 uA
Điện áp sai lệch đầu vào tối đa: 5 mV
Dòng phân cực đầu vào: 0,25 uA
Kiểu chân: SOT-23-5
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	IC TLC0832ID
	Điện áp nguồn tương tự: 4,5 V ÷ 5,5 V
Điện áp nguồn số: 4,5 V ÷ 5,5 V
Loại đầu vào: Differential/Single-Ended
Loại giao diện: Nối tiếp
Số kênh: 2
Độ phân giải: 8 bit
Tốc độ lấy mẫu: 22 kS/s
Độ phi tuyến tích phân: 0,4 LSB
Công suất tiêu thụ: 12,5 mW
Kiểu chân: 8-SOIC

	251
	IC TLV1117-33IDCYR
	Điện áp vào tối đa: 15 VDC
Điện áp ra danh định: 3,3 VDC
Dòng đầu ra: 800 mA
Điện áp rơi đầu ra: 1,3 V
Tỷ số PSRR: 75 dB
Có tính năng bảo vệ quá dòng, quá nhiệt
Kiểu chân: SOT-223-4
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	IC TLV320AIC23BRHDR
	Điện áp nguồn tương tự: 2,7 V ÷ 3,6 V
Điện áp nguồn số: 2,7 V ÷ 3,6 V
Số ADC/DAC: 2/2
Độ phân giải: 16 bit, 20 bit, 24 bit, 32 bit
Dải động (ADC/DAC): 90 dB/90 dB
Tỷ số S/N (ADC/DAC): 90 dB/100 dB
Giao diện: I2C, nối tiếp
Kiểu chân: 28-VQFN
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	IC TMS320F28069FPZT
	Kích thước bộ nhớ chương trình: 256 kB 
Kích thước Dữ liệu RAM: 100 kB 
Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit 
Độ phân giải ADC: 12 bit 
Tần số đồng hồ tối đa: 90 MHz 
Số lượng I/O: 54 I/O 
Kích thước ROM dữ liệu: 2 kB 
Loại giao diện: CAN, I2C, SPI, UART, USB  
Số lượng kênh ADC: 16
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	IC TMS320VC5509AGHH
	Điện áp nguồn cấp cho lõi: 1,6 V
Điện áp nguồn cấp cho cổng I/O: 2,7 V ÷ 3,6 V
Tốc độ: 200 MHz
Số cổng I/O: 45
Bộ nhớ ROM: 64 KB
Bộ nhớ RAM on-chip: 256K
Số bộ đếm 20 bit: 2
Bộ kênh bộ điều khiển DMA: 6
Giao diện: Host Interface, I2C, McBSP
Kiểu chân: 179-LFBGA
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	IC TMS320VC5509APGE
	Số lõi: 1 Core 
Tần số đồng hồ tối đa: 200 MHz 
Đóng gói / Vỏ bọc: LQFP-144 
Kích thước bộ nhớ chương trình: 64 kB 
Kích thước Dữ liệu RAM: 256 kB 
Điện áp cấp vận hành: 1.2 V 
Kiểu gắn: SMD/SMT 
Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit 
Kích thước ROM dữ liệu: 64 kB 
Điện áp I/O: 3.3 V 
Số lượng I/O: 8 I/O
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	IC MAX232MWE
	Điện áp cấp nguồn: 4.5 V  ÷ 5.5 V 
Tốc độ dữ liệu: 120 kb/s 
Số mạch điều khiển: 2
Số bộ thu: 2 
Dòng cấp nguồn vận hành: 10 mA
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	IC TPA2001D1PW
	Số bộ khuếch đại âm tần: 1 (loại Class D)
Điện áp nguồn cấp: Từ 2,7 V đến 5,5 V
Tính năng: Bảo vệ ngắn mạch, đầu vào vi sai, tắt IC, depop
Công suất đầu ra tối đa: 1 W (tải 8 ohm)
Kiểu chân: 16-TSSOP
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	IC TPA2016D2RTJR
	Công suất đầu ra: 2.8 W 
THD kèm nhiễu: 1 % 
Đóng gói / Vỏ bọc: QFN-20 
Âm thanh - Trở kháng tải: 4 Ohms 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.5 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.5 V
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	IC TPIC6C595DR
	Số lượng mạch: 1 
Số Bit: 8
Số dòng đầu vào: 1 
Thời gian trễ lan truyền: 80 ns 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.5 V
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	IC TPS22990DMLT
	Số lượng đầu ra: 1
Dòng đầu ra: 10 A 
Điện trở khi bật - Tối đa: 4.8 mOhms 
Thời gian bật - Tối đa: 34 us 
Thời gian tắt - Tối đa: 5.4 us 
Điện áp cấp vận hành: 600 mV đến 5.5 V
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	IC TPS51200DRCTG4,VSI3
	Dòng đầu ra: 3 A 
Điện áp đầu vào - Tối đa: 3.5 V 
Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 1.1 V 
Điện áp đầu ra tối đa: 1.25 V 
Dòng đầu vào: 1 uA
Pd - Tiêu tán nguồn: 1.92 W
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	IC TPS61236PRWLT
	Điện áp đầu ra: 2.9 V đến 5.5 V 
Dòng đầu ra: 8 A 
Số lượng đầu ra: 1
Điện áp hoạt động: 2.3 V đến 4.9 V 
Dòng tĩnh: 5 uA 
Tần số chuyển mạch: 1 MHz
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	IC TPS62130RGTT
	Điện áp đầu ra: 900 mV đến 6 V 
Dòng đầu ra: 3 A 
Số lượng đầu ra: 1
Tần số chuyển mạch: 2.5 MHz 
Dòng tĩnh: 17 uA
Điện áp đầu vào: 3 V đến 17 V

	264
	IC TPS63024YFFT
	Điện áp đầu ra: 2.5 V đến 3.6 V 
Dòng đầu ra: 3 A 
Số lượng đầu ra: 1
Điện áp hoạt động: 2.3 V đến 5.5 V
Dòng tĩnh: 366 uA 
Tần số chuyển mạch: 2.5 MHz
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	IC TPS73132DBVT
	Điện áp đầu vào: Từ 1,7 V đến 5,5 V
Điện áp ra danh định: 3,2 V
Dòng đầu ra: 150 mA
Số đầu ra: 1
Dòng tĩnh: 550 uA
Điện áp sụt: 30 mV
Hệ số ổn áp đầu vào: 0,01 %/V
Hệ số ổn áp tải đầu ra: 0,002 %/mA
Sai số điều chỉnh điện áp: 0,5 %
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	IC TPS73201DBVT
	Dòng đầu ra: 250 mA 
Số lượng đầu ra: 1 
Cực tính: Positive 
Dòng tĩnh: 550 uA 
Điện áp hoạt động: 1.7 V đến 5.5 V
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	IC TS3A5223RSWR
	Số lượng kênh: 2
Cấu hình: 2 x SPDT 
Điện trở khi bật - Tối đa: 600 mOhms 
Điện áp hoạt động: 1.65 V đến 3.6 V 
Thời gian bật - Tối đa: 70 ns 
Thời gian tắt - Tối đa: 75 ns
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	IC TS5A3160DBVR
	Số mạch ghép kênh/tách kênh: 2:1, loại chuyển mạch SPDT
Điện áp nguồn cấp: Từ 1,65 V đến 5,5 V
Trở kháng trạng thái bật: 900 mOhm
Trở kháng kênh: 50 Ohm
Thời gian chuyển mạch: 6 ns, 13 ns
Băng thông -3 dB: 100 MHz
Điện dung kênh: 18 pF
Nhiễu xuyên âm: -64 dB (10 MHz)
Kiểu chân: SOT-23-6
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	IC ULN2004
	Số cổng ra: 7
Tỷ lệ vào/ra: 1:1
Cấu hình đầu ra: Low-Side, kiểu NPN
Điện áp tải tối đa: 50 V
Dòng chịu đựng đầu ra: 500 mA
Loại đầu vào: Đảo
Kiểu chân: 16-SOIC
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	IC uPC1037
	Điện áp nguồn cấp: Từ 4,5 V đến 18 V
Méo thấp: Đến 0,0003 %
Tốc độ thay đổi điện áp đầu ra lớn: Đến 13 V/us
Kiểu chân: 7-pin SIP
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	IC W29N02GWBIBA
	Kích thước bộ nhớ: 2 Gbit 
Loại giao diện: Song song
Tổ chức: 128 M x 16 
Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit 
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.7 V 
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 1.95 V 
Dòng cấp nguồn - Tối đa: 20 mA
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	IC W77E516A40PL
	Điện áp nguồn cung cấp: 4,5 V ÷ 5,5 V
Lõi xử lý: 8051 8 bit
Tốc độ: 40 MHz
Số cổng I/O: 36
Bộ nhớ lập trình: FLASH 64 KB
Bộ nhớ RAM: 1K x 8
Giao diện: EBI/EMI, Serial Port
Kiểu chân: 44-LCC
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	IC X5045S8IZT1
	Số lượng giám sát: 1
Ngưỡng điện áp giám sát: 4,38 V
Loại đầu ra: Cực D hở hoặc cực C hở
Đặt lại thời gian chờ nhỏ nhất sau 100 ms
Kiểu chân: 8-SOIC

	274
	IC XC6SLX9
	Điện áp nguồn cung cấp: 1,14 V ÷ 1,26 V
Số cổng I/O: 102
Số lượng LABs/CLBs: 715
Số cell/thành phần logic: 9152
RAM: 589824 bits
Kiểu chân: 144-LQFP
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	IC XCF04SVO20C
	Điện áp nguồn cung cấp: 3 V ÷ 3,6 V
Loại lập trình: Lập trình trong hệ thống
Bộ nhớ: 4 Mb
Dòng tiêu thụ: 10 mA
Kiểu chân: 20-TSSOP
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	IC NEO-M8N-0-10
	Điện áp hoạt động: 1,65 V ÷ 3,6 V
Số lượng kênh: 72 
Thời gian đến lúc sửa lần đầu - Khởi động nguội: 26 s 
Độ nhạy tích lũy: - 167 dBm 
Độ chính xác vị trí nằm ngang: 2.5 m 
Loại giao diện: I2C, SPI, UART, USB
Điện áp cấp vận hành: 1.65 V ÷ 3.6 V
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	IC LT8610EMSE#TRPBF
	Điện áp đầu ra: 40 V ÷ 42 V 
Dòng đầu ra: 2.5 A  
Số lượng đầu ra: 1 
Dạng cấu hình: Buck 
Đóng gói / Vỏ bọc: MSOP-16 
Kiểu gắn: SMD/SMT 
Tần số chuyển mạch: 200 kHz ÷ 2.2 MHz 
Dòng tĩnh: 2.4 uA
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	IC ZXCT1009FTA
	Điện áp vào: Từ 2,5 V đến 20 V
Chức năng: Giám sát dòng, loại cảm biến: High-Side
Độ chính xác: 1 %
Dòng tiêu thụ: 9,98 mA
Kiểu chân: SOT-23-3
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	LED trắng QBLP631-IW
	Màu: Trắng
Cường độ sáng: 270 mcd
Điện áp thuận: 3,1 V
Dòng tiêu thụ: 20 mA
Góc nhìn: 140 độ
Kiểu chân: 0805
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	Lọc thạch anh chuyên dụng 14,5MHz
	Tần số trung tâm: 14,5 MHz
Băng thông tại 3 dB: ± 4,2 kHz
Nhiệt độ hoạt động: -10 oC ÷ +70 oC
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	Lõi Ferrite 1934-1129-ND
	Loại lõi: Vòng xuyến
Chất liệu: 61
Hệ số cảm kháng: 1,371 uH
Sai số: 25 %
Hệ số từ thẩm: 170 (ui)
Hệ số lõi: 0,91627
Chiều dài hiệu dụng: 145 mm
Diện tích hiệu dụng: 158 mm2
Đường kính ngoài: 61 mm
Cao: 12,7 mm
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	Mô đun AC/DC CONVERTOR 24V 30W
	Số cổng đầu ra chuyển đổi AC-DC: 1
Điện áp vào: Từ 85 VAC đến 264 VAC
Điện áp ra: 24 VDC
Dòng đầu ra: 1,3 A
Công suất: 30 W
Hiệu suất: 88,5 %
Kiểu chân: 4-DIP Module
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	Mô đun AC/DC CONVERTOR 24V 80W
	Số cổng đầu ra chuyển đổi AC-DC: 1
Điện áp vào: Từ 90 VAC đến 264 VAC
Điện áp ra: 24 VDC
Dòng đầu ra: 3,33 A
Công suất: 80 W
Hiệu suất: 90 %
Kích thước: 101.6mm x 50.8mm x 30.0mm
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	Nước rửa mạch Axeton
	Trong suốt, không màu, cách điện
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	Pin 3V CR-1220/HFN
	Điện áp danh định: 3 V
Dung lượng: 35 mAh
Tốc độ xả: 100 uA
Đường kính: 12,5 mm
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	Pin ML-621S/DN
	Pin Lithium
Điện áp đầu ra: 3 V 
Dung lượng: 5 mAh
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	Pin Panasonic BR1225 3V
	Hóa tính pin: Lithium Carbon Monofluoride (LiCF) 
Điện áp đầu ra: 3 V 
Dung lượng: 48 mAh
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	Rơ le ADW1224HLW
	Điện áp cuộn dây: 24 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form A (SPST-NO) 
Định mức dòng tiếp điểm: 16 A 
Đấu nối tiếp điểm: Solder Pin 
Kiểu gắn: Through Hole 
Điện áp chuyển mạch: 277 VAC 
Điện trở cuộn dây: 1.44 kOhms 
Dòng cuộn dây: 16.7 mA
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	Rơ le DS2E-SL2-DC12V
	Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C)
Điện áp cuộn dây: 12 VDC
Điện trở cuộn dây: 800 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 15 mA
Dòng chịu đựng: 3 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 250 VAC, 220 VDC

	290
	Rơ le G2RL-14 DC24
	Điện áp cuộn dây: 24 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) 
Định mức dòng tiếp điểm: 12 A 
Đấu nối tiếp điểm: Solder Pin 
Kiểu gắn: Cắm
Điện áp chuyển mạch: 440 VAC, 300 VDC 
Điện trở cuộn dây: 1.44 kOhms 
Dòng cuộn dây: 16.7 mA

	291
	Rơ le G4W 2214P-US-HP
	Điện áp cuộn dây: 12 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form A (DPST-NO) 
Định mức dòng tiếp điểm: 10 A 
Kiểu gắn: Cắm
Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC 
Điện trở cuộn dây: 180 Ohms 
Dòng cuộn dây: 66.7 mA

	292
	Rơ le HF33F/012-ZSL3GF
	Dạng tiếp điểm rơ-le: SPST (1 Form C)
Điện áp cuộn dây: 12V
Định mức dòng tiếp điểm: 3A
Điện trở cuộn dây: 320Ω
Điện áp chuyển mạch: 30V
Kiểu chân: Cắm

	293
	Rơ le JQ1-12V-F
	Điện áp cuộn dây: 12 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) 
Định mức dòng tiếp điểm: 5 A 
Đấu nối tiếp điểm: Solder Pin 
Kiểu chân: Cắm
Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 110 VDC 
Điện trở cuộn dây: 360 Ohms 
Dòng cuộn dây: 33.3 mA

	294
	Rơ le JS1-9V-F AJS1315F
	Loại chuyển mạch: SPDT (1 Form C)
Điện áp cuộn dây: 9 VDC
Điện trở cuộn dây: 225 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 40 mA
Dòng chịu đựng: 10 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 250 VAC, 100 VDC

	295
	Rơ le JTV1AS-PA-12V
	Loại chuyển mạch: SPST (1 Form A)
Điện áp cuộn dây: 12 VDC
Điện trở cuộn dây: 144 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 83,3 mA
Dòng chịu đựng: 30 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 227 VAC

	296
	Rơ le JZC-1MA
	Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C)
Điện áp cuộn dây: 12 VDC
Điện trở cuộn dây: 870 ohm
Dòng chịu đựng: 1 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 27 VDC
Thời gian đóng: 5 ms
Thời gian nhả: 4 ms

	297
	Rơ le PT270L24
	Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form C (DPDT-NO, NC) 
Định mức dòng tiếp điểm: 12 A 
Loại cuộn dây: Non-Latching 
Điện áp cuộn dây: 24 VDC 
Điện trở cuộn dây: 777 Ohms 
Điện áp chuyển mạch: 400 VAC

	298
	Rơ le RTD14-024
	Điện áp cuộn dây: 24 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) 
Định mức dòng tiếp điểm: 16 A 
Kiểu gắn: Cắm
Điện áp chuyển mạch: 400 VAC 
Loại cuộn dây: Non-Latching 
Điện trở cuộn dây: 1.44 kOhms 
Chất liệu tiếp điểm: Silver Nickel (AgNi) 
Dạng tiếp điểm: SPDT (1 Form C) 

	299
	Rơ le RY-12W-K
	Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C)
Điện áp cuộn dây: 12 VDC
Điện trở cuộn dây: 960 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 12,5 mA
Dòng chịu đựng: 1 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 120 VAC, 24 VDC

	300
	Rơ le TQ2-12V
	Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C)
Điện áp cuộn dây: 12 VDC
Điện trở cuộn dây: 1028 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 11,7 mA
Dòng chịu đựng: 2 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 125 VAC, 110 VDC

	301
	Rơ le TQ2-5V
	Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C)
Điện áp cuộn dây: 5 VDC
Điện trở cuộn dây: 178 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 28,1 mA
Dòng chịu đựng: 1 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 125 VAC, 110 VDC

	302
	Rơ le TX2-L2-12V
	Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C)
Điện áp cuộn dây: 12 VDC
Điện trở cuộn dây: 720 ohm
Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 16,7 mA
Dòng chịu đựng: 2 A
Điện áp chuyển mạch tối đa: 220 VAC

	303
	Rơ le G4W-2214P-US-HP-DC24
	Điện áp cuộn dây: 24 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form A (DPST-NO) 
Định mức dòng tiếp điểm: 10 A 
Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC 
Điện trở cuộn dây: 720 Ohms 
Dòng cuộn dây: 33.3 mA
Kiểu chân: Cắm

	304
	Rơ le ADW1224HTW
	Điện áp cuộn dây: 24 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form A (DPST-NO) 
Định mức dòng tiếp điểm: 16 A 
Điện áp chuyển mạch: 277 VAC
Kết thúc cuộn dây: Solder Pin 
Loại cuộn dây: Dual Coil Latching 
Điện trở cuộn dây: 1,44 kOhms 
Dòng cuộn dây: 16.7 mA

	305
	Rơ le V23026B1101B201
	Điện áp cuộn dây: 5 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) 
Định mức tiếp điểm: 1 A 
Định mức dòng tiếp điểm: 1 A 
Dòng chuyển mạch tối đa: 1 A 
Cách ly: 18 dB 
Suy hao tiếp xúc: 1.9 dB

	306
	Rơ le G4W-2214P-US-HP-DC12
	Điện áp cuộn dây: 12 VDC 
Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form A (DPST-NO) 
Định mức dòng tiếp điểm: 10 A 
Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC 
Kết thúc cuộn dây: Solder Pin 
Loại cuộn dây: Non-Latching 
Điện trở cuộn dây: 180 Ohms 
Dòng cuộn dây: 66.7 mA

	307
	Thạch anh 26 MHz
	Tần số: 26 MHz
Độ ổn định tần số: -10ppm, +8ppm
Sai số tần số: -9ppm, +11ppm

	308
	Thạch anh 9HT10-32.768KDZF-T
	Tần số: 32.768 kHz
Sai số tần số: ±20ppm

	309
	Thạch anh NX3225SA-26.000000MHZ-G3
	Tần số: 26 MHz
Độ ổn định tần số: ±10ppm
Sai số tần số: ±10ppm

	310
	Thiếc hàn 0,8 mm loại 100g
	Trọng lượng cuộn: 100 g
Đường kính sợi thiếc: 0,8 mm
Thành phần: 96,5 % Thiếc + 3 % Bạc + 0,5 % Đồng
Có tráng nhựa thông ngoài

	311
	Trụ cao tần 50OHM,U.FL-R-SMT-1(80)
	Trở kháng: 50 Ohms 
Tần số tối đa: 6 GHz
Kiểu chấm dứt: Solder
Kiểu chân: SMD

	312
	Tụ chống sét 26VDC-20VAC
	Điện áp AC chịu đựng cực đại: 20 VAC
Điện áp DC chịu đựng cực đại: 26 VDC
Điện áp biến thiên: 33 V
Số lượng mạch: 1

	313
	Tụ điện cắm 15PF,5%, 300V
	Điện dung: 15PF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 300V
Kiểu chân: Cắm

	314
	Tụ điện cắm 2.2nF,20%,250V
	Điện dung: 2.2nF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 250V
Kiểu chân: Cắm

	315
	Tụ điện cắm 200PF,5%,500V
	Điện dung: 200PF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 500V
Kiểu chân: Cắm

	316
	Tụ điện cắm 220nF,20%,275V
	Điện dung: 220nF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 275V
Kiểu chân: Cắm, Radial

	317
	Tụ điện cắm 220PF,5%,500V
	Điện dung: 220PF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 500V
Kiểu chân: Cắm

	318
	Tụ điện cắm 33PF,5%, 300V
	Điện dung: 33PF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 300V
Kiểu chân: Radial, Cắm

	319
	Tụ điện cắm 470 µF,20%,35V
	Điện dung: 470 µF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 35V
Kiểu chân: Radial, Cắm

	320
	Tụ điện cắm 750PF,5%, 300V
	Điện dung:  750PF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 300V
Kiểu chân: Cắm

	321
	Tụ điện dán 1nF,5%,0805,50V
	Điện dung: 1nF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 50V
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 0805

	322
	Tụ điện dán 100nF,10%,0402,6.3V
	Điện dung: 10nF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 25V
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 0805

	323
	Tụ điện dán 100nF,5%,1206,50V
	Điện dung: 100nF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 50V
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 1206

	324
	Tụ điện dán 10nF,5%,0805,50V
	Điện dung: 10nF
Sai số: 5%
Điện áp chịu đựng: 50V
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 0805

	325
	Tụ điện dán 120PF,2%,1812,500V
	Điện dung: 120PF
Sai số: 2%
Điện áp chịu đựng: 500V
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 1812

	326
	Tụ điện dán 1nF,1%,1206,50V
	Điện dung: 1nF
Sai số: 1%
Điện áp chịu đựng: 50V
Kiểu chân: SMD
Kích thước: 1206

	327
	Tụ hoá cắm 2.2nF, 250V
	Điện dung:  2.2nF
Sai số: 20% 
Điện áp chịu đựng: 250V
Phân cực: Có
Kiểu chân: Cắm

	328
	Tụ hoá cắm 220nF, 275V
	Điện dung: 220nF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 275V
Phân cực: Có
Đóng gói: Radial, Can

	329
	Tụ hóa dán 1uF,10%,1206,16V
	Điện dung: 1uF
Sai số: 10%
Phân cực: Có
Kiểu chân: SMD 1206
Điện áp chịu đựng: 16V

	330
	Tụ hóa dán 2.2uF,10%,1206,16V
	Điện dung: 2.2uF
Sai số: 10%
Phân cực: Có
Kiểu chân: SMD 1206
Điện áp chịu đựng: 16V

	331
	Tụ nhôm dán 100uF,20%,35V
	Điện dung: 100uF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 35V
Phân cực: Có
Đóng gói: Radial, Can - SMD

	332
	Tụ nhôm dán 10uF,20%,25V
	Điện dung: 10uF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 25V
Phân cực: Có
Đóng gói: Radial, Can - SMD

	333
	Tụ nhôm dán 1uF,20%,50V
	Điện dung: 1uF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 50V
Phân cực: Có
Đóng gói: Radial, Can - SMD

	334
	Tụ nhôm dán 4.7uF,20%,25V
	Điện dung: 4.7uF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 25V
Phân cực: Có

	335
	Tụ nhôm dán 470uF,20%,25V
	Điện dung: 470uF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 25V
Phân cực: Có
Đóng gói: Radial, Can - SMD

	336
	Tụ nhôm dán 47uF, 20%, 35V
	Điện dung: 47uF
Sai số: 20%
Điện áp chịu đựng: 35V
Phân cực: Có
Đóng gói: Radial, Can - SMD


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu.
	1.3. Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật
		Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong thời gian bảo hành vật tư, linh kiện.
		Nội dung hỗ trợ kỹ thuật: 
- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.
- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.
	1.4. Thời gian bảo hành 
	Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
	Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm bàn giao vật tư, linh kiện.
	1.5. Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	1.6. Địa điểm giao hàng/triển khai: 
	Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao (địa chỉ: Số 9 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội).
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.
Mục 4. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải cam kết giữ gìn bí mật thông tin của gói thầu.
- Để đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của Bộ Quốc phòng, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu chứng minh hàng hoá chào thầu đáp ứng yêu cầu này. Nhà thầu phải trình bày phương án cụ thể để đáp ứng yêu cầu này trước khi 2 bên bàn giao.
